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Tadgiq edilan “sendvi¢” quruluslu p-GaAs/n-Cdl_xanSI_ySev heterokegidlari

sulu mahluldan elektrokimyavi ¢okdirms iisulu ila hazirlanmisdir. Omik
kontakt olarag GaAs tebaqalari iizerina Al, kontakt tabagasi Cd
uzerina ise In  ¢akilmisdir. Miiayyanlasdirilmisdir ki,
heterokegidlor bilavasita ¢okdiirmadan sonra artiq diizlsndirma xassasina
malikdir (sakil 1) va diiziina (buraxma) istiqamati GaAs tobaqalarinda xarici
garginliyin misbat qiitbiina uygun galir. Eyni zamanda askar edilmisdir ki,
diizlandirma amsalinin, sunt va ardicil muqavimatlarin qiymatlari Cdl Zn S
-X x 1-
Se, nazik tsbagalarinin faizco tarkibinden asili olaraq dayisir. Aparilmis
Eadqiqatlar naticasinds milayyanlagdirilmisdir ki,
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hazirlanmig

Cd, Zn S nazik tabagalarina
az miqdarda selenin alava olunmasi, heterokegidlarin diizlandirma xassasini
nazaragarpacaq daracadas yaxsilasdirir.
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$ak. 1. p-GaAs/ n-Cdl_xanSI_ySey heterokecidlarinin bilavasita
¢okdiirmadan sonra garanliq VAX-1

Nisbaten kicik (U<0.3-0.5 V) diiziine gorginliklards bilavasits

¢okdirilmaden  sonra  (termik islonmays  ugradilmazdan avval)
heterokegidlarin VAX eksponensial qanuna tabedir:
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Burada, Ij — aksina istigamatda doyma carayany, e - elektronun yiiki, k -
Bolsman sabiti, T - temperatur, # - tadqiq olunan struktura mexsus VAX-in
geyri-idealllq amsalidir ve miixtalif tarkibli nazik tebaqgaler asasinda
hazirlanmig strukturlar ii¢iin 300 K-da 20-3.5 intervalinda dayisir. Bu ise ona
dolalat edir ki, carayanin daginmasi tunel-rekombinasiya mexanizmina tabedir.
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